
Часть I!

активного нагружения, например, циклического. В этом смысле вывод о применимости 
критерия Бейли фактически относится к случаю медленно меняющихся нагрузок, для 
которых непосредственно вызываемая ими (наведенная в материале) поврежденность 
составляет некоторую достаточно малую долю от исходной “технологической” повре­
ж денности. В целом же, с учетом дополнительной зависимости параметров а  и v от 
реж има нагружения, использование кинетических уравнений развития поврежденности 
типа (1) позволяет при наличии распределений Р(со0)  вести речь о прогнозировании 
долговечности с точки зрения вероятности ее реализации для произвольных законов 
изменения нагрузки Q(t) во времени, в том числе для задачи определения остаточного 
ресурса. Эти кинетические уравнения обобщаются также на случай сложного напря­
женного состояния [3,7].
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ОБРАТИМОЕ РАЗУПРОЧНЕНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ 
Si, ZnS, C60, СТИМУЛИРОВАННОЕ МАЛОДОЗОВЫМ (D < 1 cGy) 
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Исследования дефектов, генерируемых малыми дозами (D < 1 cGy) ионизирующе­
го облучения в полупроводниках, как правило, проводятся с использованием электри­
ческих методов [1]. Однако, не все радиационные дефекты (РД) способны изменять 
электрические свойства полупроводников.
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Цель работы заключалась в исследовании бета-стимулированных изменений мик­
ротвердости (Н) монокристаллов Si, ZnS, а также фуллерита Сбо-

Обнаружено обратимое разупрочнение всех типов исследуемых образцов, иниции­
руемое малыми дозами (D < 1 cGy) бета-облучения (Рис. 1). Для кристаллов С6о и ZnS 
зависимость бета-стимулированного изменения микротвердости от времени облучения 
H(t) имеет насыщение. Прекращение облучения Сбо и ZnS на стадии насыщения приво­
дит к восстановлению Н к исходному значению. Зависимость H(t) для кристаллов 
кремния имеет пик. Сложный характер зависимости для Si, по-видимому, обусловлен 
сравнительно высокой подвижностью первичных РД и возможностью их взаимодейст­
вия с примесными атомами с созданием более сложных и стабильных вторичных РД.
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Рис. 1. Зависимость относительного изменения микротвердости от времени облучения моно­
кристаллов Si -  1, ZnS -  2, фуллерита Qo -3 и последующей релаксации Н к исходному состоя­
нию для ZnS -  4 и С«о -  5.
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